
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体チップの製造時の歩留りを予測する歩留り予測装置であって、
　

、
　
　

　

　
【請求項２】
　

　
【請求項３】
　半導体チップの製造時の歩留りを予測す 法であって、
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予め算出したノイズ粒子の粒径分布に基づいて、所定の複数個の半導体チップに付着す
るノイズ粒子を生成し、該生成されたノイズ粒子各々に当該ノイズ粒子が付着する半導体
チップの識別番号を付与するノイズ粒子生成手段と

前記生成されたノイズ粒子全てを１個のマスク上に配置するノイズ粒子配置手段と、
前記配置されたノイズ粒子により、マスクのパタンが欠陥となるか否かを各ノイズ粒子

ごとに検出する欠陥検出手段と、
前記各ノイズ粒子ごとの欠陥検出結果と、該ノイズ粒子各々に付与された前記半導体チ

ップ識別番号に基づいて、欠陥の生じる半導体チップの数を集計し、該集計結果より半導
体チップの歩留りを算出する歩留り算出手段と、

を有する歩留り予測装置。

前記欠陥検出手段は、前記配置されたノイズ粒子の近傍のマスクデータのみを読み出し
、マスクのパタンが欠陥となるか否かを検出する

請求項１記載の歩留り予測装置。

る方
予め算出したノイズ粒子の粒径分布に基づいて、所定の複数個の半導体チップに付着す



　

　
　
　

　
　
【請求項４】
　 ノイズ粒子の粒径分 段階が、
　　１組の欠陥密度チェックパタンを有する 1組の半導 ップを選択された半導体製造
現場において製造する段階と、
　　ノイズ粒子の粒径に対応する欠陥率を決定するために 1組の半導 ップの歩留まり
を分析する段階と、
　　 1組の半導 ップの欠陥率に対応するノイズ粒子の粒径分 求める段階と、
　を有する、
　請求項３記載の歩留り予測方法。
【請求項５】
　 ノイズ粒子の粒径分布が粒径依存性とノイズ粒子密度とを有する、
　請求項４記載の歩留り予測方法。
【請求項６】
　各欠陥密度 パタンが導体線間の一定の間隔を有し、
　 1組の欠陥密度 パタンが導体線間の選択された数の異なった間隔を有する、
　請求項５記載の歩留り予測方法。
【請求項７】
　 ノイズ粒子の粒径分 段階が、 1組の半導 ップの欠陥密度
パタンを表わす歩留まり式を解く段階を 有する、
　請求項６記載の歩留り予測方法。
【請求項８】
　 ノイズ粒子の粒径分 段階が、 1組の半導 ップのノイズ粒子の粒径
に対応する欠陥率に対する歩留まり式を帰納的に合わせ込む段階を 有する、
　請求項７記載の歩留り予測方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、半導体チップの製造時の歩留りを予測する歩留り予測装置とその予測方法に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体チップ（以後、ＩＣチップと言う場合もある）の欠陥の主要な原因としては、製造
プロセスにおいて、空気中に存在する浮遊粒子がチップ表面に付着し、局所的に回路欠陥
が発生する現象が挙げられる。この場合、粒子が付着したときのマスクデータと、その付
着した粒子の大きさ・位置を特定することができれば、欠陥の発生箇所を特定することが
でき、半導体チップの歩留りを計算することができる。
しかし、現実に製造環境に存在する粒子の粒径分布は流動的であり粒径ごとの存在確率を
求めることはできても、マスクにおける粒子の仮想的な付着位置を確定することは困難で
ある。さらに、その粒子の分布と、それがＩＣチップ製造時に引き起こす欠陥の位置関係
を結び付けることは、人為的な要素や製造過程での不確定要素も加わり非常に困難である
。
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るノイズ粒子を生成し、
前記生成されたノイズ粒子各々に、該ノイズ粒子が付着する半導体チップの識別番号を

付与し、
前記生成されたノイズ粒子全てを１個のマスク上に配置し、
前記配置された各ノイズ粒子により、マスクのパタンが欠陥となるか否かを検出し、
前記検出結果と、前記ノイズ粒子各々に付与された前記半導体チップ識別番号に基づい

て欠陥となる半導体チップの数を集計し、
該集計結果に基づいて半導体チップの歩留りを算出する、
歩留り予測方法。

前記 布を算出する
体チ

体チ

体チ 布を

前記

チェック
チェック

前記 布を算出する 体チ チェック
更に

前記 布を算出する 体チ
更に



【０００３】
そのため、これまで、半導体チップの歩留りを予測する方法としては、特開昭４８－４０
３７６号公報に開示されている方法があった。これは、半導体チップのレイアウト上に任
意の形状の欠陥を不規則分布に基づいて配置し、その配置された欠陥のうち、そのレイア
ウトにおいてクリティカルな領域に配置された欠陥の数を計数することにより、前記欠陥
が欠陥半導体チップを生じせしめる確率を求める方法であった。
【０００４】
また、本願出願人らは、より高精度に歩留りを予測するために、予め調べた製造環境の粒
径分布に基づいたノイズ粒子を、仮想的に同一マスクを多数配列したパタン（仮想的なウ
エハ）上にランダムに配置し、前記多数のマスクのうち欠陥を生じなかったマスク数を計
数することにより、半導体チップの歩留りを予測していた。
【０００５】
そのような方法で半導体チップの歩留りを予測する歩留り予測装置の構成について、図７
を参照して説明する。
図７は、これまでの歩留り予測装置の構成を示す概略ブロック図である。
歩留り予測装置９０は、入力部９１、粒子生成部９２、打ち込み部９３、回路記憶部９４
、仮想回路生成部９５、仮想回路記憶部９６、欠陥検出部９７、演算部９８より構成され
る。
【０００６】
歩留り予測装置９０においては、入力部９１より製造現場のノイズ粒子のデータと、仮想
回路のデータを入力する。その入力された仮想回路のデータに基づいて、仮想回路生成部
９５において、ウエハにおける半導体チップの配置に基づいて回路記憶部９４に記憶され
ているマスクデータを所定数、所定の位置に配列し、仮想的に同一マスクが多数配列され
たパタン（仮想的なウエハ）を生成し、仮想回路記憶部９６に記憶する。
また、入力された製造現場のノイズ粒子のデータに基づいて、その製造現場と同様のノイ
ズ粒子の分布を粒子生成部９２で生成し、打ち込み部９３で仮想回路記憶部９６に記憶さ
れている複数のマスクよりなる仮想的なウエハのパタンデータ上にランダムに配置する。
【０００７】
次に、欠陥検出部９７において、仮想回路記憶部９６に記憶されているパタンの各マスク
データを順次走査し、前記ランダムに配置されたノイズ粒子がそのマスクデータ上に存在
するか否か、また、存在する場合にはそのノイズ粒子により、回路パタンが欠陥となって
いるか否かを順次調べる。そして、前記調査結果に基づいて、演算部９８において、欠陥
を生じなかったマスクの全マスクに対する割合を算出し、歩留りとして出力する。
この予測装置によれば、製造現場のノイズ粒子の状態を反映しているので、製造時の実際
の値に近い歩留りを予測することができる。また、半導体チップとしての歩留りは、前記
各マスクごとの処理を繰り返し行うことにより予測することができる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、前述したマスクデータと製造現場のノイズ粒子の分布を用いて歩留りを予測する
予測装置において、マスクデータを順次走査し、ノイズ粒子がそのマスクデータ上に存在
するか否か、存在する場合にはそのノイズ粒子により回路パタンが欠陥となっているか否
かを順次調べる処理は、マスクデータ自体が膨大なデータ量を持つことから、長時間の処
理が必要になるという問題があった。
また、そのマスクデータを統計的処理が可能な程度に多数仮想的に配置し、その多数のマ
スクデータ全てに対して前記走査を行い欠陥を調べることは、前記走査時間がマスク数分
必要となるのに加えて、各マスクデータごとに階層化され記述されたマスクパタンのデー
タを１つずつ展開する処理も必要となり、一層処理時間が必要となった。
【０００９】
また、そのような膨大なマスクデータを記憶する記憶領域が必要であり、実用的な予測装
置ができなかった。
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また、処理時間を短縮し、小さな記憶領域で歩留りの予測を行うために、マスクデータを
簡略化して前記処理を行う方法が取られる場合もあったが、その場合には、正確な歩留り
の予測が行えないという問題もあった。
【００１０】
したがって、本発明の目的は、製造現場のノイズ分布に基づいて発生させたノイズ粒子を
半導体チップの各マスクデータに配置させ、統計的処理により前記半導体チップの歩留り
を予測する歩留り予測装置において、前記歩留り予測の処理を高速に、小さな計算資源を
用いて実現することが可能な歩留り予測装置を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
前述したような歩留り予測装置においては、同一のマスクを多数配置した仮想的なパタン
データ（ウエハ）を使用しているために、膨大な記憶資源と処理時間が必要となっている
ことを考慮して、１個のマスクデータに対して、複数の半導体チップに夫々付着するノイ
ズ粒子を対応付けて欠陥を解析することにより、多数のマスクを用いたのと同様な統計的
処理が行えるようにした。
また、その１個のマスクに対する欠陥の解析を行う際にも、ノイズ粒子に基づいてマスク
データをアクセスするようにし、高速に欠陥の検出が行えるようにした。
【００１２】
　本発明によれば、半導体チップの製造時の歩留りを予測する歩留り予測装置であって、
予め算出したノイズ粒子の粒径分布に基づいて、所定の複数個の半導体チップに付着する
ノイズ粒子を生成し、該生成されたノイズ粒子各々に当該ノイズ粒子が付着する半導体チ
ップの識別番号を付与するノイズ粒子生成手段と、前記生成されたノイズ粒子全てを１個
のマスク上に配置するノイズ粒子配置手段と、前記配置されたノイズ粒子により、マスク
のパタンが欠陥となるか否かを各ノイズ粒子ごとに検出する欠陥検出手段と、前記各ノイ
ズ粒子ごとの欠陥検出結果と、該ノイズ粒子各々に付与された前記半導体チップ識別番号
に基づいて、欠陥の生じる半導体チップの数を集計し、該集計結果より半導体チップの歩
留りを算出する歩留り算出手段とを有する歩留り予測装置が提供される。
【００１３】
　好ましくは、前記欠陥検出手段は、前記配置されたノイズ粒子の近傍のマスクデータの
みを読み出し、マスクのパタンが欠陥となるか否かを検出する。
【００１４】
　また本発明によれば、半導体チップの製造時の歩留りを予測する方法であって、
　予め算出したノイズ粒子の粒径分布に基づいて、所定の複数個の半導体チップに付着す
るノイズ粒子を生成し、
　前記生成されたノイズ粒子各々に、該ノイズ粒子が付着する半導体チップの識別番号を
付与し、
　前記生成されたノイズ粒子全てを１個のマスク上に配置し、
　前記配置された各ノイズ粒子により、マスクのパタンが欠陥となるか否かを検出し、
　前記検出結果と、前記ノイズ粒子各々に付与された前記半導体チップ識別番号に基づい
て欠陥となる半導体チップの数を集計し、
　該集計結果に基づいて半導体チップの歩留りを算出する、
　歩留り予測方法が提供される。
【００１５】
【作用】
本発明の歩留り予測装置によれば、統計的処理が可能なだけの複数個の半導体チップに付
着するノイズ粒子を生成し、その生成されたノイズ粒子各々にそのノイズ粒子が付着する
半導体チップの識別番号を付与した上で、そのノイズ粒子全てを１個のマスク上に配置す
る。したがって、マスクパタンを記憶するメモリなどの計算資源は、１個のマスクに対応
可能な記憶領域があればよい。
また、その配置された各ノイズ粒子に基づいて、そのノイズ粒子の近傍のマスクパタンを
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チェックし、そのノイズ粒子が欠陥を生じせしめるか否かを順次調べていく。そして、欠
陥が生ずる場合には、そのノイズ粒子に付与された半導体チップ識別番号に基づいて、ど
の半導体チップが欠陥を生じたかを検出する。そして、欠陥を生じていない半導体チップ
の数と、前記所定の半導体チップ数より半導体チップの歩留りを算出する。ノイズ粒子を
キーにして欠陥のチェックを行っているので無駄がなく、処理を高速に行える。
【００１６】
【実施例】
本発明の歩留り予測装置の一実施例を図１～図６を参照して説明する。
図１は、本実施例の歩留り予測装置の構成を示すブロック図である。
歩留り予測装置１０は、入力部１１、粒子生成部１２、打ち込み部１３、粒子データ記憶
部１４、回路記憶部１５、欠陥検出部１６、半導体チップ欠陥検出部１７、演算部１８を
有する。
以下、各部の動作について説明する。
【００１７】
入力部１１は、歩留り予測に必要な回路の情報、製造環境の情報、および、歩留り予測の
ためのパラメータを入力する入力部である。回路の情報としては、ＩＣチップのサイズ（
幅Ｘおよび高さＹ）を、製造環境の情報としては、単位面積当たりのノイズ粒子の個数Ｄ

0  、ノイズ粒子の分布関数の粒径依存性ｎ、粒径条件（最大粒径、最小粒径）を、歩留り
予測のためのパラメータとしては、マスク枚数を 入力する。
なお、回路のパタンデータは、本実施例においては、予め所定の記憶手段である回路記憶
部１５にロードしておくものとする。
【００１８】
なお、前記製造環境の情報は、製造現場に存在するノイズ粒子の粒径分布Ｄ（ｘ）を、図
２（Ａ）に示すような基本パタンがレイアウトされている欠陥密度チエック用パタンを用
いて予め求めておく。
図２（Ａ）はその欠陥密度チエック用パタンに組み込む基本パタンである。図２（Ａ）に
おいて、２つの櫛状回路パタンＣＯＭＢ１，ＣＯＭＢ２と、蛇行回路パタンＭＥＡＮＤＥ
Ｒを回路パタンとして配線し、回路パタンＣＯＭＢ１，ＣＯＭＢ２を電源端子とする。
【００１９】
この基本パタン上にノイズ粒子が付着した場合、その付着した位置により回路パタンＭＥ
ＡＮＤＥＲの両端子Ｓ１，Ｓ２から端子ＣＯＭＢ１またはＣＯＭＢ２までの配線の長さが
変わるため、端子Ｓ１と端子Ｓ２で異なった電流が観測される。この電流の流れる状態を
図２（Ｂ）に示す。したがって、図２（Ａ）に示すように櫛状回路パタンＣＯＭＢ１の各
櫛部を端子Ｓ１側よりアドレス１～Ｑと表した場合、前記ノイズ粒子の付着したアドレス
ｑは、式１で求めることができる。
【００２０】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２１】
この方法により、櫛状回路パタンＣＯＭＢ１，ＣＯＭＢ２および蛇行回路パタンＭＥＡＮ
ＤＥＲの間隔を変えた種々の前記基本パタンを用いることにより、様々なサイズのノイズ
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粒子の存在を検出できる。
そして、各サイズのノイズ粒子に対する基本パタン、即ちＣＯＭＢ１，ＣＯＭＢ２，ＭＥ
ＡＮＤＥＲの間隔を種々に変えた基本パタンの歩留りを解析して、帰納的に後述の歩留り
式の合わせ込み（Ｆｉｔｔｉｎｇ）を行い、ノイズ粒子の粒径分布を決定するためのパラ
メータである単位面積当たりのノイズ粒子の個数Ｄ 0  と分布関数の粒径依存性ｎを求める
。尚、上述の基本パタンの歩留りは、ノイズ粒子が付着したものを不良品とし、ノイズ粒
子が付着していないものを良品として求める。また、粒径分布Ｄ（ｘ）を式２に示す。
【００２２】
【数２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２３】
歩留り式Ｙは、欠陥密度λとチップ面積Ａとから、ポアソン式Ｙ＝ｅｘｐ（－λ・Ａ）を
仮定し、欠陥密度λとしては式３を使用する。
【００２４】
【数３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２５】
その結果、たとえば図３に示すような粒径分布関数が得られる。
【００２６】
粒子生成部１２は、入力部１１より入力された各パラメータに基づき、ノイズ粒子を発生
する。粒子生成部１２は、まず生成する粒子の数Ｍを式４に基づいて決定する。
【００２７】
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【数４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２８】
そして、その粒子の数だけ、図３に示した粒径分布曲線からノイズ粒子のサイズを決定し
、乱数によりそのノイズ粒子が付着するチップの番号およびその粒子が付着するチップ内
の位置を決定する。発生したノイズ粒子は、打ち込み部１３に出力すると同時に、粒子デ
ータ記憶部１４に記憶しておく。
粒子データ記憶部１４は、その粒子生成部１２で生成された各粒子データを記憶しておく
記憶手段でありメモリで構成される。粒子データ記憶部１４に記憶されている粒子データ
の例を図４に示す。
【００２９】
回路記憶部１５は、歩留りを求める半導体チップのマスクパタンを記憶しておく記憶手段
である。回路記憶部１５は、特定のメモリなどの記憶手段を用意してもよいし、演算部の
記憶装置内の所定領域を割り当ててもよい。
打ち込み部１３は、粒子生成部１２で生成された各粒子データを、回路記憶部１５に記憶
されているマスクパタンデータ上に実際に配置し書き込む。
【００３０】
欠陥検出部１６は、粒子データ記憶部１４に記憶されているノイズ粒子のデータに基づい
て、回路記憶部１５に記憶されているノイズ粒子が付与されたマスクパタンデータをチェ
ックし、そのノイズ粒子 欠陥 生じているか否かをチェックする。そして、欠陥

生じていた場合には、粒子データ記憶部１４の各ノイズ粒子ごとのデータに、欠陥を引
き起こしている旨を示すフラグを立てる。
【００３１】
前記欠陥は、配線の短絡と断線に分けて次のように検出する。
まず、ノイズ粒子が２つ以上の配線パタンに接触している場合に、そのノイズ粒子はそれ
らの配線パタンを短絡させているものとして検出する。たとえば図５（Ａ）に示すノイズ
粒子Ｇ２は、配線パタンＰ１とパタンＰ２の両方に接触して存在しているので、このノイ
ズ粒子Ｇ２は欠陥を生じ ているものとする。また、図５（Ａ）のノイズ粒子Ｇ１は
、配線パタンＰ１にしか接触していないので、配線パタンを短絡させておらず、欠陥とは
ならない。
配線の断線については、ノイズ粒子が配線パタンを横断して存在している場合に、その配
線パタンの断線が発生したものとする。たとえば、図５（Ｂ）に示すように、配線パタン
Ｐ３にノイズ粒子Ｇ３が横断して付着している場合に、配線パタンＰ３は断線したものと
し、ノイズ粒子Ｇ３は欠陥を引き起こしたとしてフラグが付与される。尚、図５（Ｂ）で
はノイズ粒子Ｇ３が配線パタンＰ３を完全に横断しているが、図５（Ｃ）に示すように、
ノイズ粒子が配線パタンを完全に横断せず、ノイズ粒子Ｇ４が配線パタンＰ４の一部分に
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接触し、そのノイズ粒子Ｇ４が接触する部分の配線パタンＰ４（具体的には、図５（Ｃ）
のＰ４－１の部分）の幅が所定の幅よりも狭くなる（例えば２分の１）場合にも配線パタ
ンＰ４は断線したものとみなす。
【００３２】
半導体チップ欠陥検出部１７は、粒子データ記憶部１４に記憶されている各ノイズ粒子ご
とのデータを順次走査し、マスクパタンに欠陥を生じたノイズ粒子を検出する。そして、
欠陥を生じたノイズ粒子が配置されたマスク番号を検出し、半導体チップ欠陥検出部１７
内に各マスクごとに用意されたフラグ記憶領域に、そのマスクに欠陥が生じたことを意味
するフラグを付与する。全ノイズ粒子に対して前記処理を行ったら、前記フラグ記憶領域
を順次走査し、欠陥を生じたマスクの数を計数し、全マスクの数とともに演算部１８に出
力する。
【００３３】
演算部１８は、半導体チップ欠陥検出部１７より入力された欠陥を生じたマスクの数、お
よび、全マスクの数より歩留りを算出し出力する。
【００３４】
このような構成の歩留り予測装置において、歩留りが予測される動作について説明する。
まず、マスクパタンのデータを回路記憶部１５に記憶しておき、マスクのデータおよびそ
の製造現場のデータを入力部１１より入力する。その入力されたデータに基づいて、粒子
生成部１２で半導体チップに付着するであろうノイズ粒子が生成される。生成されたノイ
ズ粒子のデータは、打ち込み部１３に出力されるとともに、粒子データ記憶部１４に記憶
される。打ち込み部１３において、回路記憶部１５に記憶されているマスクデータ上に、
そのノイズ粒子のデータを実際に配置していく。その配置が終了したら、欠陥検出部１６
において、各ノイズ粒子ごとに、そのノイズ粒子によりマスクパタンに欠陥が生じたか否
かをチェックする。欠陥が生じた場合には、粒子データ記憶部１４に記憶されている各粒
子ごとのデータにフラグを付与していく。
【００３５】
次に、半導体チップ欠陥検出部１７において、粒子データ記憶部１４に記憶されているデ
ータを順次走査し、欠陥を生じさせているノイズ粒子が存在した場合には、そのノイズ粒
子に付与されている半導体チップ識別番号に基づいて、どの半導体チップが欠陥となった
かを調べ、半導体チップごとに用意された記憶領域にフラグを付与する。そして、その半
導体チップごとに付与されたフラグをチェックし、欠陥が生じた半導体チップの数と全体
の半導体チップの数を演算部１８出力し、演算部１８で歩留りを計算する。
【００３６】
このように、本実施例の歩留り予測装置によれば、複数の半導体チップに対して生成され
たノイズ粒子を、１個のマスクパタン上に配置し、そのマスクパタンにおいて欠陥を検出
し、欠陥が生じた場合に、各ノイズ粒子に付与された半導体チップ識別番号に基づいて、
どの半導体チップに欠陥が生じたかをチェックし、歩留りを算出している。
したがって、複数個のマスクパタンに対して各々行っていた処理を、１個のマスクパタン
に対する処理で行うことができる。その結果、マスクパタンを記憶する記憶領域は１個分
のマスクパタンに対応する領域でよく、また処理時間も１個のマスクパタンに対して処理
を行うのと同じ程度の処理時間でよい。尚、通常、半導体チップは複数のマスクを用いて
製造されるので、それら各マスクについてノイズ粒子により欠陥が発生するか否かを検出
する。
【００３７】
なお、本発明は、本実施例に限られるものではなく種々の改変が可能である。たとえば、
本実施例として、各構成部を専用の装置で構成した歩留り予測装置を示したが、この歩留
り予測装置は、マイクロプロセッサと記憶手段を有する汎用の計算機装置においても実現
できる。その際の、前記マイクロプロセッサを制御するプログラムのフローチャートを図
６に示す。
計算機装置において歩留りの予測を行った場合の処理の流れを図６を参照して説明する。
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まず、処理をスタートしたら（ステップＳ０）、マスクのデータ、製造現場の条件、歩留
り予測のパラメータを入力する（ステップＳ１）。次に、そのパラメータなどに基づいて
、ノイズ粒子を生成し（ステップＳ２）、マスクデータ上に順次配置する（ステップＳ３
）。
【００３８】
続いて各ノイズ粒子ごとに（ステップＳ４～Ｓ７）、そのノイズ粒子がマスクパタンの欠
陥を引き起こしているか否かをチェックする（ステップＳ６）。この欠陥の検出は、短絡
と断線各々について調べる前述した方法で行い、欠陥を引き起こしていたノイズ粒子に対
してはフラグを立てる。全てのノイズ粒子について欠陥の検出を行ったら（ステップＳ７
）、続いて各半導体チップごとに（ステップＳ８～Ｓ１２）、欠陥の有無を調べ（ステッ
プＳ１０）、欠陥のない半導体チップの数をカウントする（ステップＳ１１）。
そして、全ての半導体チップについて欠陥の有無の判定を行ったら（ステップＳ１２）、
その欠陥の無い半導体チップ数と全半導体チップ数に基づいて歩留りを計算し（ステップ
Ｓ１３）、処理を終了する。
このように、本発明の歩留り予測装置のような方法によれば、マスクパタン１個に対応す
る記憶領域が確保できれば歩留りの予測が可能なので、汎用の計算機装置を用いても歩留
りの予測をすることができる。
【００３９】
また、本発明の実施にあたって、ノイズ粒子やマスクパタンなどの条件によって、その他
の処理を加えてもよい。
たとえば、本実施例において、複数のノイズ粒子を１個のマスク上に配置する際に、ノイ
ズ粒子間で重なりが生じる場合がある。このような場合の重なりを検出する処理を別途加
えてもよい。そのような場合には、重なりを検出することにより、ノイズ粒子を、互いに
重なりの無い幾つかのグループに分け、各グループごとにノイズ粒子の打ち込み（配置）
、欠陥検出の処理を行うようにすることができる。そのようにすることにより、各グルー
プごとの処理においては、全く重なりを考慮せず本実施例と同じ処理で欠陥の検出ができ
る。そのようにしても、各グループごとに複数回処理を行うことは、複数のマスクデータ
を用いて処理を行う場合に比べて、十分短い処理時間で済むため、本発明の効果に影響を
与えるものではない。
【００４０】
【発明の効果】
本発明の歩留り予測装置によれば、半導体チップに付着するであろうノイズ粒子を半導体
チップの識別番号を付与した上で１個のマスク上に配置し、その配置された各ノイズ粒子
に基づいて欠陥を検出し、どの半導体チップに欠陥を生じたかを検出し、歩留りを算出し
ている。その結果、複数のマスクを適宜配置した仮想的なマスクデータを用いて歩留りを
予測する場合に比べて，記憶領域などの計算資源は非常に小さくすることができた。また
、１個のマスクデータを読み込み、展開し、欠陥をチェックするのみで歩留り予測が行え
るので、その処理速度は著しく短くすることができた。
したがって、処理が高速で、小さな計算資源を用いて実現することが可能な歩留り予測装
置を提供することができた。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例の歩留り予測装置の構成を示すブロック図である。
【図２】欠陥密度テスト用基板を示す図であり、（Ａ）は基本パタンを示す図、（Ｂ）は
端子Ｓ１と端子Ｓ２で観測される電流を模式的に示す図、（Ｃ）は基本パタンの要部の構
造を示す図である。
【図３】ノイズ粒子の粒径分布関数の例を示す図である。
【図４】図１に示した歩留り予測装置の粒子データ記憶部に記憶されるデータの例を示す
図である。
【図５】ノイズ粒子による欠陥の例を示す図であり、（Ａ）は短絡している場合の例を示
す図、（Ｂ）及び（Ｃ）は断線している場合の例を示す図である。
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【図６】歩留り予測装置を計算機装置で実現した場合のフローチャートを示す図である。
【図７】従来の歩留り予測装置の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１０…歩留り予測装置
１１…入力部　　　　　　　　　　　１２…粒子生成部
１３…打ち込み部　　　　　　　　　１４…粒子データ記憶部
１５…回路記憶部　　　　　　　　　１６…欠陥検出部
１７…半導体チップ欠陥検出部　　　１８…演算部
９０…歩留り予測装置
９１…入力部　　　　　　　　　　　９２…粒子生成部
９３…打ち込み部　　　　　　　　　９４…回路記憶部
９５…仮想回路生成部　　　　　　　９６…仮想回路記憶部
９７…欠陥検出部　　　　　　　　　９８…演算部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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